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Bisherige Untersuchungen zeigen, daß audi beim CdS 
die Vorgänge an der Kristalloberfläche, insbesondere 
Transportvorgänge von Ladungsträgern innerhalb ad-
sorbierter Fremdschichten einen nicht unwesentlichen 
Einfluß auf die physikalischen Eigenschaften ausüben. 

Da Oberflädienzustände mit Relaxationszeiten der 
Größenordnung /usee mit Gleichfeldmessungen nicht er-
faßbar sind, wurden Wechselfeldmessungen bei Anre-
gung im Ausläufergebiet durchgeführt. 

Gemessen wurden die effektiven Beweglichkeiten 
jueit = AGS/AQ in cm2/Vsec, wobei AG» = Änderung des 
Oberflächenleitwertes in Q~1, AQ die in der Ober-
flächeneinheit induzierte Ladung in Asec/cm2. 

Abb. 1 und 2 zeigen /ueit in Abhängigkeit von der 
Photoleitfähigkeit bei Anregung mit X = 546 m//, und 
zwar bei konstanter Frequenz (/ = 250 Hz) und kon-
stanter Feldstärke (£ = 4,2 kV/cm) für 2 verschiedene 
CdS-Einkristalle, die in Vakuum-, Sauerstoff- und Was-
serstoff-Atmosphäre gemessen wurden. 

Die effektive Beweglichkeit Hell wächst zunächst mit 
steigender Photoleitfähigkeit, erreicht für beide Kri-
stalle bei etwa 10 - 5 Q~ l cm"1 ein Maximum. Während 
bei Kristall 1 (Abb. 1) das Maximum von juetl nur 

Abb. 1. Effektive Beweglichkeit f^elt von CdS-Einkristall Nr. 1 
in Abhängigkeit von der nach Einstrahlung von Licht der 
Wellenlänge A = 5 4 6 mit gemessenen Photoleitfähigkeit nach 

einer Sauerstoff-, Vakuum- und WasserstofTbehandlung. 

Abb . 2. Effektive Beweglichkeit /uett von CdS-Einkristall Nr. 2 
in Abhängigkeit von der nach Einstrahlulng von Licht der 
Wellenlänge A = 5 4 6 mu gemessenen Photoleitfähigkeit nach 

einer Sauerstoff-, Vakuum- und Wasserstoffbehandlung. 

wenig ausgeprägt ist und bei Photoleitfähigkeiten von 
> 10~4 ß - 1 c m - 1 ein Minimum durchläuft, zeigt ,«eff 
für Kristall 2 (Abb. 2) im gesamten untersuchten Photo-
leitfähigkeitsbereich bis zu Werten von 1 0 - 3 Q^1 c m - 1 

nur ein einziges, aber um so ausgeprägteres Maximum, 
das ebenfalls bei etwa 1 0 - 5 ß - 1 c m - 1 erreicht wird. 

Alle anderen untersuchten Kristalle zeigten ein ana-
loges, von der Reihenfolge der Oberflächenbehandlung 
unabhängiges und reproduzierbares Verhalten. Die er-
reichten Extremalwerte von /zeff nehmen stets in der 
Reihenfolge der Sauerstoff-, Vakuum- und Wasserstoff-
behandlung ab, sind also für sauerstoffbeladene Ober-
flächen am größten. Die Absolutwerte von jueü variieren 
indessen recht erheblich, und zwar von nicht meßbaren 
Werten bis zu solchen von 60 — 100 cm2/Vsec. 

Unter Vernachlässigung der Löcherleitung im CdS 
kann man unter plausiblen Annahmen für DK, Beweg-
lichkeit und Bandaufwölbung die Dichte der Oberflä-
dienzustände berechnen die in der Größenordnung 
von 1010 c m - 2 liegen. Aus der Frequenzabhängigkeit 
von jUett ergeben sich bei den von uns untersuchten 
Kristallen für die Oberflädienzustände Relaxations-
zeiten 2 von 1 0 - 5 bis 10~4 sec. 

1 H . - U . HARTEN U. W . SCHULTZ, Die Eigenschaften der Ober-
fläche von Germanium und Silicium, erschienen in W . 
SCHOTTKY, Halbleiterprobleme III, Vieweg & Sohn, Braun-
schweig 1 9 5 6 , S . 7 6 - 1 4 2 . 

2 R . H . KINGSTON U. A . L . MCWHORTER , P h y s . R e v . 1 0 3 , 5 3 4 
[ 1 9 5 6 ] , 

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift 
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the 
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 
3.0 Germany License.

On 01.01.2015 it is planned to change the License Conditions (the removal 
of the Creative Commons License condition “no derivative works”). This is 
to allow reuse in the area of future scientific usage.

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland
Lizenz.

Zum 01.01.2015 ist eine Anpassung der Lizenzbedingungen (Entfall der 
Creative Commons Lizenzbedingung „Keine Bearbeitung“) beabsichtigt, 
um eine Nachnutzung auch im Rahmen zukünftiger wissenschaftlicher 
Nutzungsformen zu ermöglichen.


